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Siéhkémateriaalioppi
Tentti 15.12.2015 Lasse Soderlund

Saa kiiyttisi omaa ohjelmoitavaa laskinta tentissi

Selviti Iyhyesti (1,5p kohta)

a)
b)

c)
d)

b)

b)

b)

mihin valon eteneminen perustuu optisessa kuidussa
mihin superkondensaattorin (EDLC) suuri kapasitanssi perustuu
magnetostriktio

miti tarkoitetaan Meissner-1lmiolla

Metallikalvoja valmistetaan tyypillisesti sputteroinnilla. Selvitd sputterointi-
laitteen toimintaperiaate. (3p)

Selvitd lyhyesti sdhkokemiallinen korroosio

Selvitd diskreetin vastuskomponentin taajuuskdyttiytymistd ja vaikuttavia
tekijoitd. (3p)

Elektronia voidaan kuvata seki partikkeli- ettd aaltoluonteen mukaisesti. Mi-
ten resistiivisyys selitetdéin kummassakin tapauksessa ? (3p)

S#hkémagneettinen tasoaalto etenee viliaineessa. Mitkd viliaineeen ominai-
suudet vaikuttavat viliainetta kuvaavaan impedanssiin ? Kun ilmassa etene-
v4 tasoaalto kohtaa d#rettdmén hyvin johtavan metallipinnan, niin miten aal-
to tunkeutuu sithen (miksi) ? (3p)

Akselin pydrimisnopeus mitataan kontaktittomasti magneettisella anturiperi-
aatteella. Selvitd mittausperiaatteen toteutus (my6s minkélaisia materiaaleja
tarvitaan). (3p)

Selvitd, mitd tapahtuu sdhkokentélle, kun ddrettomén johtava johdepallo lai-
tetaan alunperin homogeeniseen kenttédén sekd mitd tapahtuu, kun eristepal-
lo, jonka permittiivisyys on suurempi kuin ympérdivén véliaineen, laitetaan
vastaavasti sghkokenttddn. (3p)



b)

Mitoita transistorille tarvittavan jadhdytysprofiilin pituus oheista kuvaa ja seuraavia
tietoja hyviksi kdyttden:

lémporesistanssi puolijohdepalasta transistorin koteloon 1,5 ‘CI'W
ympérdivan ilman maksimildmpdétila T, = 65 °C

- transistorin maksimildmpétila Tj= 150 °C

- transistorin teho P =20 W
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